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Anschluﬁbelep:ung und Schaltzeichen
Rigenschaften
- CMOS-Technologie,

Typstandard: TGL 42563
Bauform: DIP-28, Plast (Bild 12)

Bezeichnung der Anschliisse

Al bis A12  Adresseneingédnge
- i ité i k x 8 Bi
Speicherkapazitédt 65 563 Bit (8 k x it), DO bis D7 Datenausgéinge
. ' + + 9 O —
Betriebsspannung + 5 V *+ 10 %, CEI, CEZ Chipaktivierung
- gemeinsame bidirektionale Datenein-/-ausgéinge, WE Lese-Schreib Steuer‘un'f
N - B
- Tristate-Ausgangsstufen, OF Datenausgangs-
- Ein und Ausginge TTL-kompatibel, aktivierung
- pinkompatibel zum 64 k EPROM, . ;
Bezugspotential
- Datenerhalt bis U = 2 V (Schlafzustand). S8 ‘
CC Upp Betriebsspannung
Ausgewdhlte Kennwerte NC Nicht angeschlossen
Kennwerte DG 05 DG 07 DG 10
Selektionstyp Grundtyp Anfallzeit
Zugriffszeit 55 ns 70 ns 100 ns
Zykluszeit' | 55 ns 70 ns 100 ns
Stromaufnahme 200 mA 170 ns 120 ns
bei minimaler Zykluszeit
Betriebsspannung UCC = 4,5 bis 5,5 V
Schl
. afstromaufnahme loeg £ 10 pA
uhestromaufnahme locgp < 100 pA
Betriebstemperaturbereich Ta = -25 bis 85 °C




| 33,02 max

s : -
o 2,54 max 1,3 max
E~T1" T =
S g
i . , : , i R
3 ? ] 01 | T
THF TTHES x
' - S i \
{ ;'tl i\
ol ) o it
-Q | * ‘ Sl . N
in X7 0.14 i 0.0
+4),
o . J?ﬁi _ 2,45..0‘1 ull
Olroa2s[®] 0,25 %808 -
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 15,24
- , .
D
Foed ond boound mredd o) Bovwand | ot } bt bt | 45 | ol | T
t 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12
Bild 11 (DIP-24, Keramik)
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Bild 12 (DIP-28, Plast)




